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Биполярный транзистор -  это полупроводниковый прибор, имеющий 
два связанных р-«-перехода, пригодный для усиления мощности электри
ческих сигналов, это основной функциональный элемент электронных 
устройств. Режим больших сигналов характерен для биполярных транзи
сторов, используемых в импульсных устройствах.

Транзистор состоит из трех областей: 1) база -  область, расположенная 
между /;-л-перехода.ми, 2) эмиттер -  область, из которой происходит ин
жекция носителей в базу, 3) коллектор -  область, осуществляющая экс
тракцию носителей из базы [1].

При большом сигнале биполярный транзистор работает в режиме пе
реключения (в ключевом режиме), что соответствует на графике (рисунок 
1) режимам отсечки и насыщения. При этом в коллекторной цепи проте- 
каетток/к = /̂ бо В точке 1 ключ замкнут, т.е ./?—* О, = 0'кэ„ас —> 0.
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Рис. 1. Статические характертістйкй транзистора в схеме 
с общей базой (а) и общи.м эмиттером (б)

Основными параметрами, характеризующими биполярный транзистор 
в режиме больших сигналов, являются коэффициенты усиления по току, 
по напряжению, по мощности, входное и выходное сопротивления, коэф
фициент запирания, степень и сопротивление насыщения, коэффициенты 
передачи тока базы и тока эмиттера [2].
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